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INFINEON, ONSEMI製 650V-1200V 逆導通IGBT (RC-IGBT) 
の調査および構造解析レポート

背景：

RC-IGBTはIGBTとFWD = RCダイオードを1つのチップに統合し、RC-IGBT素子の実装面積
を削減し、コストを削減できることが特徴です。また、IGBTチップ単体やダイオードチップ単体と
比較して、RC-IGBTは、合計の表面積が大きく、放熱性が向上します。

海外メーカーのRC-IGBTは、日本の半導体メーカーが開発したRC-IGBTと構造上の大きな
違いが確認されます。 本レポートは、大手海外メーカー（INFINEONおよびONSEMI）のソフト
スイッチングアプリケーション向けRC-IGBTの概要と、それらの主要な構造・設計機能を明ら
かにします。

レポート内容

1. 本レポートには、比較として自動車用モーターインバーターで使用されるRC-IGBTの

基本的な構造特性も含まれています。

2.  パワーRC-IGBTの性能/設計における重要なレイアウト/構造パラメータを提示します。

・IGBTと逆導通ダイオードの面積比（RCD = FWD）：

チップサイズ、RCD面積、電圧耐圧制御の周辺ガードリング・JTE

・RCDの上面と裏面のパターン/レイアウト：ストライプ型、アイランド型など。

3. INFINEONのR5とR6、およびONSEMI 650VRC-IGBTの違いが明確になります。

4. 共有および非共有IGBT-RCダイオード構造は、等価回路の観点から提示および考察。

解析対象製品

メーカー 品番 電流 Max Vce パッケージ

1 INFINEON IHW50N65R5 50A 650V TO-247-3

2 INFINEON IHW50N65R6 50A 650V “

3 INFINEON IHW40N120R5 40A 1200V “

4 ONSEMI NGTB40N65IHRTG 40A 650V TO-3

レポート販売価格（税別） ¥650,000
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